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Mikrostruktura stopu AlSi10Mg (ODLEW)
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Proces stapiania w tozu proszkowym (LPBF)
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Mikrostruktura stopu AlSi10Mg (LPBF)

Ekstremalnie szybkie chtodzenie (1
w procesie LPBF sprzyja formowaniu sie
drobnoziarnistej mikrostruktury oraz
charakterystycznej struktury komaorkowej
eutektyki Al/Si.




Mikrostruktura stopu AlSi10Mg

Eutektyka Al/Si zbudowana
jest z drobnych czgstek.
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Wtasciwosci mechaniczne stopu AlSi10Mg

Table 2. Tensile results of as-cast and SLM AlSi10Mg.

Processing methods  Direction Temperature Tensile strength (MPa) Elongation (%)

Xy 312.65 + 1.34 12.60 +0.77
Casting
YZ 315.13+1.33 14.29+0.19
a 0 . Ve .
44534+ 11.36 8.68 +0.02 40% wyzsze w porownaniu
do stopu wytworzonego
- + + = . .
23004888 570082 technologiag odlewania.
XY 237.16 +6.13 20.47 +1.70
Casting
YZ 225.31+5.46 18.67 + 0.49
230°C
XY 266.59 + 15.25 20.53+1.55
SLM
YZ 27019+ 15.86 21.73+1.80

'Qian Yan, Bo Song, Yusheng Shi, Comparative study of performance comparison of AlSi10Mg alloy prepared by selective
laser melting and casting, Journal of Materials Science & Technology, Volume 41, 2020.
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Stabilnos¢ termiczna mikrostruktury
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* Niska energia zmagazynowana w postaci ke, By TS W
dyslokaciji, : A
e Segregacja pierwiastkow hamuje ruchliwos¢
granic ziaren,
* Czagstki Si dziatajg jak punkty kotwiczenia
hamujgc migracje granic,
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Stabilnos¢ termiczna mikrostruktury
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Stabilnos¢ termiczna mikrostruktury
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Intensywne odksztatcenie plastycz
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Intensywne odksztatcenie plastyczne - LPBF AlSi10Mg
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Intensywne odksztatcenie plastyczne - LPBF AlSi10Mg
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STABILNOSC TERMICZNA MIKROSTRUKTURY STOPU ALSI10MG
PO PROCESIE SRUTOWANIA (SHOT PEENING)
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Proces srutowania (shot peening)

« Jest to proces obrobki plastycznej na zimno,

« Cel — wytworzenie naprezen sciskajgcych, Nozzle

e Zastosowanie — poprawa wytrzymatosci zmeczeniowej
komponentow z druku 3D,
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Mikrostruktura stopu ALSi1O0Mg przed procesem srutowania
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Mikrostruktura stopu ALSi1O0Mg po procesie srutowania
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Mikrostruktura stopu ALSi1O0Mg po procesie srutowania

Plastically deformed
layer

* Wysoka energia
odksztatcenia,
* Duza powierzchnia granic
ziaren,
* Gradient naprezen
(Sciskajgce/rozciggajgce).

Sub-surface region

HAB = 28%
LAB=72%

H s

Base material
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Mikrostruktura stopu ALSi1O0Mg po procesie srutowania

EHT = 2000 kv Signal A = SE2
WO = 14.2mm Mag= 2500 KX

1pm EHT = 20.00 kv Signel A =SE2 ZEISX)|
— WD = 14.9 mm Mag = 25.00K X

EHT = 20.00 ¥V Signal A = SE2
WD = 143 mm Mag= 2600KX

Silesian Universit SRR
of Technology o ibon i




Mikrostruktuga stopu ALSi1OMg po procesie srutowania
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Mikrostruktura stopu ALSi1O0Mg po procesie srutowania
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Mikrostruktura stopu ALSi1O0Mg po procesie srutowania
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Stabilnos¢ termiczna mikrostruktury
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Stabilnos¢ termiczna mikrostruktury
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Stabilnos¢ termiczna mikrostruktury

@ Silesian Univers
of Technology




INZYNIERIA GRANIC MIEDZYKRYSTALICZNYCH (IGM) W STOPIE
ALSI10MG / STABILNOSC TERMICZNA MIKROSTRUKTURY PO
PROCESIE KOBO
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Granice specjalne - AlSi10Mg LPBF
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Misorientation Profile
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Podczas szybkiej krystalizacji i wzrostu ziaren, system dgzy do
minimalizacji energii. Powstawanie granic CSL jest energetycznie
korzystne — mogg tworzy¢ sie spontanicznie.




Wykorzystanie naprezen resztkowych do aktywacji IGM
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Mikrostruktura stopu ALSi10Mg po procesie KOBO
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Mikrostruktura stopu ALSi10Mg po procesie KOBO
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Wyniki analizy mikrostruktury stopu AlSi10Mg wykonanej technika dyfrakcji linii Kikuchiego w trybie transmisyjnym
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Mikrostruktura stopu ALSi10Mg po procesie KOBO

Al [-101]

Al [0-11]

Model atomowy granicy
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Porownanie wtasnosci mechanicznych
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Stabilnos¢ termiczna mikrostruktury po procesie KOBO
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